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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien I'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@® Bulletin de la CEI @® 1EC Bulletin

©® Rapport d’activité de la CEI @ Report on IEC Activities
Publié annuellement Published yearly

@ Cptaloguedespublicatiomsdetr €ET
Ppblié annuellement Published yearly

Termipologie utilisée dans la présente publication

Seul:
présent

sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
e publication.

En ¢e qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportdra a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitips séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'index gén¢
ral étapt publié séparément. Des détails comple;

peuverdt étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Seul
inclus

Le gecueil complet,.des s
la CE] fait I'objet
Les pymboles littéraax pox

et les 1
de 1a (

Les
font 1’

Autrep publications de
Comité ¢’Etudes

la CEI établies par le méme

L’atlention du lecteur est attirée sur la page 4 de la couverture,

se of this publication

erred to 1EC Publi-
focabulary (I.E.V.),
hapters each dealing
eing published as a
V. will be supplied

aphical and letter symbols

Only special graphical and letter symY
this publication.

ols are included in

The complete series of graphical symb
IEC is given in IEC Publication 117.

Is approved by the

The letter symbols for semiconductor dg
microcircuits are contained in 1EC Public

vices and integrated
htion 148.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in 1 EC Publication 27.

Other IEC publications prepared by the same

Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which

qui énumeére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

lists other IEC publications issued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Huitiéme complément a la Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

PREAMBULE
1) Lgs décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questlons techlqu
sopt représentés tous les Comités nationaux s mteressant a ces questions, exp
infernational sur les sujets examinés.
2) Cgs décisions constituent des recommandations internationales et sont agré
3) Dhns le but d’encourager Iunification internationale, la CEI
lefirs régles nationales le texte de la recommandation de la CE/X, dans la mesu
dipergence entre la recommandation de la CEI et la régle( nat it. dans la meg
infdiquée en termes clairs dans cette derniére
La|présente publication a été établie par le Cgmité d’Etud
Ellg constitue le huitiéme co
la CHI. La premitre partie, tr tan
Le|présent complément
La| section trois
travapix qui ont d
Centfal)435, qui
Le$ pays suivants sg<s
France Royaume-Uni
Isragl Sucde
Italie Suisse
Japon Tchécoslovaquie
Pays-Bas Turquie
Pologne Union des Républi
Portugal Socialistes Sovié
Lal section~déux™dyu chapitre III sur les triacs est la suite des Publications 147-2A, 147-2D et 147-2E et {
ont débutéd/Leningrad (1969) et qui se sont poursuivis & Monte-Carlo (1970). Il en résulta un projet, document 4
qui fut\Sotmis & Papprobation des Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois en juin 1971.

Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de cette section:

Comités d’Etudes ol
re possible un accord

ationaux.

onaux adoptent dans
le permettent. Toute
ure du possible, étre

gt circuits intégrés.

la Publication 147 de

icption 147-1 de la CEI.

triacs).

147-2A et résulte des

, document 47(Bureau
b

ques
iques

¢sulte des travaux qui
[7(Bureau Central)370,

Afrique du Sud (République d’) Finlande Royaume-Uni

' Allemagne France Sueéde
Australie Isragl Tchécoslovaquie
Belgique Italie Turquie
Canada Pologne Union des Républiques
Danemark Portugal Socialistes Soviétiques
Etats-Unis d’Amérique Roumanie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Eighth supplement to Publication 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

1) The formal|decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by TechnicaKCommittees

Commntittee
on the subj

2) They have

3) In order tg promote international unification, the IEC expresses the wish tha ‘
the 1EC rdcommendation for their national rules in so far as national gonditions, wi
recommendation and the corresponding national rules should, as far ay possi

It constitute]
with essential

Section Thy
started in Moq
to the Nationd

The followif

Section Twq
Leningrad (19
National Comn

AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS
Part 2: General principles of measuring methods

FOREWORD

b the eighth supplement to
ratings and characteristics] i

te-Carlo (19703 and centinued iy
I Committeé 2 @ g

a continuation of Publication 147-2A and results f¥|
Ms a result, a draft, Document 47(Central Office)435, v
ule in August 1972,

ig countries voted icitly X 3 ubMication of this section:
Sweden
Switzerland
Turkey
Netherlands Union of Soviet
Poland ) Socialist Republics
Portugal United Kingdom
South Africa (Republic of) United States of America

59) ,ahd Jcontinued’in Monte-Carlo (1970). As a result, a draft, Document 47(Central Office)370, was sul
mitt€es for approval under the Six Months’ Rule in June 1971.

the National
s of opinion

hat sense.

t the text of
een the IEC

cuits.

rt 1, dealing

bm the work
as submitted

ork started in
mitted to the

The following countries voted explicitly in favour of publication of this section:

Australia Germany Sweden
Belgium israel Turkey
Canada Italy Union of Soviet
Czechoslovakia Poland Socialist Republics

" Denmark Portugal . United Kingdom
Finland Romania United States of America

France South Africa (Republic of)
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Huitiéme compiément a la Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure

CHAPITRE I: DIODES A SEMICONDUCTEURS

SECTION TROIS — DIODES DE REDRESSEMENT

Page| 20 de {a Publication 147-2A de la CE!

4. DPiodes de redressement a avalanche

Aprés le paragraphe 4.1, ajouter le nouveau paragraphe sujpant.:

4.2 | Méthode de vérification de la valeupNimite de\la Y. zptior@a puissance inverse des diodes de redressement
a avalanche et & avalanche controlé

But

Cq b puissance inverse

1)
2)

3)

Lg
trois
dans

chapitre I, section
mme il est indiqué

1
forn

cut utiliser d’autres

Lg

A
B — avec un courant inverse ayant une forme d’onde sensiblement sinusoidale;
C — avec un courant inverse ayant une forme d’onde sensiblement rectangulaire.

En général, les méthodes A et B sont utilisées dans le domaine des fortes puissances, tandis que la méthode C
est utilisée pour les dispositifs de faible puissance.

La dissipation de puissance inverse de la diode en essai est le produit des valeurs mesurées de la tension de
claquage par avalanche et du courant inverse correspondant.

On définit la largeur de I'impulsion ¢, comme la largeur comprise entre les points situés & 50% de Pamplitude
maximale du courant d’impulsion.

Les valeurs préférentielles de largeur d’impulsion sont: 10 us, 40 ps, 100 ps.
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Eighth supplement to Publication 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES

AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS
Part 2: General principles of measuring methods

CHAPTER I: SEMICONDUCTOR DIODES

SECTION THREE — RECTIFIER DIODES

Page 21 of { EC Publication 147-2A

4. Avalandhe rectifier diodes

After Sub-clause 4.1, add the Sfollowing new sub-clause:

4.2 Rating| verification method for reverse powendissipati

Purpose

gntrolled avalanche redfifier diodes

These tes érify~the prse power dissipation ratings of avdlanche and

controlled 4

1) surge gverse’pawer didsip
2) repetifive peak reversg power digsipation,
3) mean i85
The ratig

assumption

A verificd
parable rest

The following\thiree verification methods are recommended:

A With 1 1 orm-treverse currepts
—_— W@‘ HRFSYeSe-cHHeht;

ised on the

giving com-

B — with basically sinusoidal waveform reverse current;
C — with basically rectangular waveform reverse current.

In general, methods A and B are used in the high-power field, whereas method C is used for low-power devices.

The reverse power dissipation of the diode under test is the product of the measured values of the avalanche

breakdown voltage and the relevant reverse current.

The pulse width 7, is defined as the width between the 50% amplitude values of the current.

Preferred values of the pulse width are: 10 ps, 40 ps, 100 ps.
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A — Méthode de vérification utilisant un courant inverse de forme triangulaire
Schéma
D1 R1 Re # Do ——— D3 Ra
— ] — I o l 4
}_—" J A ; 810 i —0
]

& /(3 c L Ds 7K

+
®M1 CY_) Gg
Rs
™R |
i N
My (Vv
s
;;!;’ 088/76

F1G. |1. — Circuit pour la vérification de la valeur limite de Ia disgjpat
ment & avalanche et & avalanche contro6lée (méthode~utihi

Desciiption et exigences du circuit
G, = source de tension alternative ajusts
D, = diode de redressement
Ry =

R, = résistance variable de
D, = diode de blocage, s

S, =
ou thyrist

R; + résistam@'
M;
M, =
M, et M, pen

Si exigé
D; +
Ry
V =+ voltmétréa _codrant continu

G, + $Soutce de tension continue

diodes de redresse-
rme triangulaire).

exemple: éclateur

Exécution

1) Si cela est exigé, la tension de la source continue G, est connectée.

2) Régler ou prérégler la source de tension alternative « inverse » Gy et la résistance R, pour obtenir la valeur
spécifiée de la dissipation de puissance en ajustant & Visryrw la tension aux bornes de la diode Dy et & Ipryrar

le courant qui la traverse (voir la note & la page 14).

3) Fermer S; pour décharger le condensateur C dans la diode en essai dans le sens inverse. Le condensateur C
est ajusté pour obtenir la largeur de Pimpulsion #;, spécifiée. L’interrupteur S, est fermé afin d’avoir une seule
impulsion pour la vérification de Prgy ou bien un certain nombre d’impulsions répétitives pour la vérification

de Prru-

4) Calculer les dissipations de puissance inverse d’aprés les lectures sur les appareils de mesure M; et Mz; pour
la dissipation inverse moyenne, il faut tenir compte de la durée de 'impulsion et de sa vitesse de répétition.
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A — Verification method using triangular waveform reverse current

Circuit diagram

. 616‘5( C 3_‘/—(. D4 7N

Ga

D

D, = diode under test

Fi16. 1. — (ircuit for verification of rating of reverse power dissipa
rectifier diodes (triangular waveform reverse current

Circuit desctiption and requirements

G, = adjujtable a.c. voltage source
D, = rectifier diode

Ry = curr¢nt limiting resistor

C = varigble capacitor for adjusting the pulse
Ry = varigble resistor for adjusy :
D, = blocking diode, if nec

S; = elecfromechanical or ¢

Rs = nond{inductive @

M; = instqument (¢.g. 9sCi

M, = instqument (e.g.\oscilloscope)fo
M; and Mg|may ke

If requirdd:
Ds = fast [récqver
R4 = currp

V = d.c.|voltmeter

Gy = d.c.|voltage source

controlleq

| avalanche

Measurement procedure

1) If required, the d.c. voltage source G is applied.

2) The a.c. reverse voltage source Gy and resistor R; are adjusted or pre-set to obtain the specified value of power
dissipation by adjustment of the voltage across diode D, to Vigryrm and of the current through Dy to Imryrm

(see Note on page 15).

3) Switch S, is closed to discharge the capacitor C through the diode under test in the reverse direction. Capacitor C
is adjusted to obtain the specified pulse width z. Switch Sy is closed to generate a single pulse for the verification

of Pgrgw or a number of repetitive pulses for the verification of Prgrar.

4) The reverse power dissipations are calculated from the readings of measuring instruments M; and My; for

the mean reverse power dissipation, the pulse duration and repetition rate are needed.
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B — Meéthode de vérification utilisant un courant inverse de forme demi-sinusoidale

Schéma

Ds R4

i
T
.
A

]

&1 Q c 74 Ds Ga

08976

erse des diodes de

F1G.[2. — Circuit pour la vérification de la valex
] rse de forme demi-

redressement a avalanche et \avalanche
sinusoidale)

Desdiption et exigences du circuit

G, +
D, +
R, +
c +
R, +

S, += i ectroméca lans I'enroulement

Tr
PM {= £ourcy, de - de Tr
D, - di )

R; +

M; $ appareil (par‘exemple: oscilloscope) destiné & mesurer la tension d’avalanche de pointe

M, #=\appareil (par exemple: oscilloscope) destiné & mesurer le courant inverse de pointe

M, et M; peuvent étre combinés (par exemple: oscilloscope & double faisceau).
Si exigé:

D; = diode de blocage a recouvrement rapide

V = voltmétre & courant continu

R, = résistance destinée a limiter le courant

Gy = source de tension continue

Exécution

1) Si cela est exigé, la tension de la source continue Gy est connectée.

2) Régler ou prérégler la source de tension alternative inverse G et la résistance Ry pour obtenir la valeur
spécifiée de la dissipation de puissance en ajustant Vpmyru et Isryru (voir la note a la page 14).
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B — Verification method using half-sine waveform reverse current

Circuit diagram

r———-

D1 R Re o | i D2 D3 R4
i T B8 oo S O~ fSt
L
Tr —
NG c =L ' D v
| /Gj/ > Wy Q_ G2
+
- Rs
¢ | R o
i
i
i
L oem Mz | (v
_____ J
v, 089/76
D, = diode under/test
F1G. 2. — Circuit for verification of rating of re planche and controlled avalanche

d ssiati@nf av
ectifier diodes (half-sine wavefor t method):

Circuit description and requirements

G; = adjujtable a.c. voltage soy
D,

I

rectifier diode

Ry = curr¢nt limiting resistq
C = varidble capaci@r
R, = varidble resistor foi adj

S; = electromechanicyg
(e.g.|spark gap o

Tr = high{voltagf trans

PM= pre-

D, = blockinpdiode)if hetessary

R; = non{inductivexcurrent\sensing resistor

M; = instrpmeat (e.g. oSsifloscope) for measuring the peak avalanche voltage
M, = instrpment (e.g. oscilloscope) for measuring the peak reverse current

M; and M, may be combined (e.g. dual-beam oscilloscope).

If required:
D3 == fast recovery blocking diode
V = d.c. voltmeter
R, = current limiting resistor

Gy = d.c. voltage source

Measurement procedure

1) If required, the d.c. voltage source Gy is applied.

2) The a.c. reverse voltage source Gy and resistor R, are adjusted or pre-set to obtain the spec1ﬁed value of power

dissipation by adjustment of Vgryry and Imryru (see Note on page 15).
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3) Fermer Pinterrupteur S; afin de décharger le condensateur C dans le primaire du transformateur Tr. Le
condensateur C est ajusté pour obtenir la largeur de Pimpulsion #,, spécifiée. L’interrupteur S, est fermé afin d’avoir
une seule impulsion pour la vérification de Pgrgy ou bien un.certain nombre d’impulsions répétitives pour la

vérification de Pgga.

4y Calculer les dissipations de puissance inverse d’aprées les lectures sur les appareils de mesure M; et Mz; pour
la dissipation inverse moyenne, il faut tenir compte de la durée de I'impulsion et de sa vitesse de répétition.

C — Méthode de vérification utilisant un courant inverse de forme rectangulaire

Schéma du circuit

Ra

R1 Rg A
1
|

Vi

[

090/76

Fic.

- — ~ 509~ — —{~—tw

B I o

tr L - tf

091/76

= durée moyenne de I'impulsion
e = 021¢,
ty = 0,2 by

FiG. 4. — Forme d’onde.

Description et exigences du circuit

rse: des diodes de
inverse de forme

G; = générateur d’impulsions réglable avec une forme d’onde pratiquement rectangulaire, telle que celle indiquée

dans la figure 4
R, = résistance destinée a limiter le courant
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3) Switch S; is closed to discharge the capacitor C through the primary of transformer Tr. Capacitor C is
adjusted to obtain the specified pulse width ¢,,. Switch S; is closed to generate a single pulse for the verification
of Prey or a number of repetitive pulses for the verification of Prpy.

4) The reverse power dissipations are calculated from the readings of measuring instruments M; and M,; for
the mean reverse power dissipation, the pulse duration and repetition rate are needed.

C — Verification method using rectangular waveform reverse current

Circuit diagram

Fig. 3. —( avalanche

—

fr —om

[}
]

091176
average pulse duration

h = 021t
= 02¢,
FIG. 4. — Waveform

Circuit description and requirements

G; = adjustable pulse generator with a waveform substantially rectangular, as shown in Figure 4

R; = current limiting resistor
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R, = résistance variable destinée a régler le courant inverse
R; = résistance non inductive qui sert 4 la lecture du courant
M, = appareil (par exemple: oscilloscope) destiné & mesurer la tension d’avalanche de pointe
M, = appareil (par exemple: oscilloscope) destiné & mesurer le courant inverse de pointe
M, et M, peuvent &tre combinés (par exemple: oscilloscope & double faisceau).
Si exigé:
D, = diode de blocage a recouvrement rapide
V = voltmétre & courant continu
R4 = résistance destinée a limiter le courant

G, = source de tension continue

Exécution

1) [Si cela est exigé, la tension de la source continue G est connectée.
2) [Le générateur d’impulsions Gy est réglé pour obtenir la largeur de I'i re d’impulsions et
la fréquence de répétition spécifiés.

3) |Régler Pamplitude des impulsions a la valeur spécifiée (voir la
4
la

e M; et Ms; pour
se de répétition.

Calculer les dissipations de puissance inverse d’aprés les lectures

Cond
1)
iny
2)
3)
4)
5)

NOT]

htion de puissance

dispositif en essai.

tensions de claquage
1t grande pour que la
se.

des valeurs maximale

mesure de diffé s acceptables de la dissipation de puissance inve
pulsion en circuit ouvert de fagon qu’elle soit la somme

11 convieptde rég e 8 i
et min'e la i ] ar's .
La résistagee e iroyit-alternatifcomprenant Gy, Ry et Ry peut étre calculée comme suit:

Verry X V@RyRmin
puissance inverse

CHAPITRE I: THYRISTORS
N DEUX — THYRISTORS TRIODES BIDIRECTIONNELS (TRIACS)

1. Caractcristiques ¢lectriques

1.1 Vitesse critique de croissance de la tension de commutation

1.1.1 Premiére méthode: triacs a faible courant

But

Vérifier que le triac peut conserver sa capacité de blocage lorsqu’on augmente la vitesse de croissance de la tension
de commutation; ceci s’applique aux thyristors bidirectionnels pour les deux polarités de la tension appliquée.

Note explicative

Le thyristor bidirectionnel, dans son mode normal de fonctionnement, est destiné & commuter a 1’état bloqué
avec la polarisation opposée aprés conduction du courant & I’état passant. Dans les applications courantes &
commande de phase d’un courant alternatif, a 50 Hz ou 60 Hz, qui utilisent des tensions sinusoidales, cette commu-
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R, = variable resistor for adjusting the reverse current

R; = non-inductive current sensing resistor

M, = instrument (e.g. oscilloscope) for measuring the peak avalanche voltage
M, = instrument (e.g. oscilloscope) for measuring the peak reverse current
M, and M, may be combined (e.g. dual-beam oscilloscope).

If required:
D, = fast recovery blocking diode
V = d.c. voltmeter
R, = current limiting resistor

G, = d.c. voltage source

Measurement procedure

D If reql‘lired, the d.c. voltage source Gy is applied.

2) The pufse generator Gy is adjusted to obtain the specified pulse width 7y, t bs and the
repetition fate. '

3) The pulse amplitude is adjusted to obtain the specified value (see Note belo

4) The reyerse power dissipations are calculated from the readings of mg i d M,; for

the mean reverse power dissipation, the pulse duration and repetition,

Specified conflitions (applicable to methods A, B and C)

1) Surge (non-repetitive) reverse power dissipation, repetitive ped v an reverse
power dissjpation.
2) Pulse width ¢,,.
3) Numbdr of pulses and repetition rate.

4) Ambient, case or reference point temperatyse of the d

NOTE. — The|adjustment of the reversévoltage g 3 i age is large.
Gerferally, the total impedanceNis made ifferences in
reverse power dissipation)

It is|convenient to adjust alus 9 {rcui alues of the

avalanche breakdd

The]total resista

Viryrm X V(BR)Rmin
reverse power

CHAPTER II: THYRISTORS
SEEY WO — BI-DIRECTIONAL TRIODE THYRISTORS (TRIACS)

1. Electrical characterisfics

1.1 Critical rate of rise of commutating voltage

1.1.1  First method: low-current triacs

Purpose

To verify that the triac is able to withstand the rate of rise of commutating voltage without loss of control; this
applies to bi-directional thyristors for both polarities of applied voltage.

Explanatory note

The bi-directional thyristor, in its usual mode of operation, is required to switch to the opposite polarity off-state
following current conduction in the on-state. In usual 50 Hz or 60 Hz a.c. phase control applications utilizing
sinusoidal voltage sources, this switching occurs each half-cycle at the zero current point. This switching action is
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tation a lieu chaque demi-période quand le courant s’annule. On appelle « commutation » ce mode de fonction-
nement dii & inversion de la tension d’alimentation. La capacité du triac de demeurer a 1’état bloqué lorsque cette
tension de commutation est appliquée en sens inverse dépend de:

1) la température de fonctionnement du dispositif;

2) la vitesse d’inversion du courant;

3) Tamplitude et la vitesse d’application de la tension de commutation.

On recommande de choisir, comme conditions pour la tension, le courant et la température, les valeurs maximales

indiquées pour le triac. Le triac en mesure peut &tre déclenché par des impulsions convenables de I'une ou l'autre
polarité.

Schéha
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mutation.

Descyi

Lq source-de puissgnce du circuit en mesure est une alimentation sinusoidale monophasée § 50 Hz ou 60 Hz. '

Ld sagport X/R du circuit total doit &tre supérieur ou égal & 10 pour que le courant et la tengion d’alimentation
soient approximativement en quadrature.

Exécution

La vitesse de croissance de la tension de commutation appliquée (tension a P’état bloqué pour le dispositif en
mesure) est approximativement exponentielle; elle est déterminée par le réglage de R; et de C;. L’oscilloscope
branché aux bornes du dispositif en mesure est utilisé pour examiner la forme d’onde de cette tension et s’assurer
ainsi que le dispositif n’a pas été déclenché par suite d’une valeur trop élevée de dv/dz.

La valeur numérique assignée au dv/d¢ de la tension exponentielle est définie comme étant la pente de la droite
joignant les points correspondant & 10% et & 63% de la tension de mesure. On utilise le point & 10% de la tension
et non 0%, car il est difficile de déterminer Pinstant ol la tension est nulle. Le dépassement de la tension doit &tre
limité & 10% de la valeur de pointe spécifiée de la tension de mesure.
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called “commutation” and it is brought about by the reversal of the source voltage. The ability of the triac to
sustain the off-state as this commutating voltage builds up in the opposite direction depends on:

1) device operating temperature;
2) rate of reversal of current;

3) magnitude and time rate of application of commutating voltage.

The voltage, current and temperature conditions selected for this measurement are recommended to be the
maximum registered values for the triac. The triac under measurement may be triggered by means of any convenient
trigger pulses of either polarity.

Circuit diagrgm

Load

o ™
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Circuit descrjptiona

The powe} soufce for easurement circuit is a 50 Hz or 60 Hz single-phase sinewave supply.

The X/R fatio’for the entire measurement circuit shall be greater than or equal to 10 so that the supply voltage
and current are essentially in quadrature.

Measurement procedure

The rate of rise of the applied commutating voltage (off-state voltage of the device under measurement) is
essentially exponential and is varied by the setting of Ry and C,. The oscilloscope connected across the device under
measurement is used to examine the waveform of this voltage and so to ensure that the device has not triggered
due to excessive dv/dt.

The numerical value assigned to the dv/d¢ of the exponential voltage waveform is defined as the slope of the
straight line connecting the 10% and 63% points on the measurement voltage waveform. The 10% voltage point
is used instead of zero because of the difficulty in determining the time point at which zero voltage occurs. The
voltage overshoot should be limited to 10% of the specified peak value of the measurement voltage.
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Les formes d’onde du courant et de la tension sont indiquées dans la figure 6.

| | |
Em sin cotv : ! i temps
R | |
| |
| [ |
. | | temps
lc] [ [ i e
| ] !
|
" ||
di/dt ' l
" <\\\1 | tomgs
|

| H& s I
o <N Q temge

N
NN
W=
Q . 09376

t; = durée de la tension & 1’état bloqué

Fi1G. 6. — Formes d’onde.

LE tride Esute est gonsidéré comme satisfaisant si, aprés passage par zéro de #p, vp augmente jusqu’a Vpy
et ne redesce vers zéro pendant la durée spécifiée de la tension a I'état bloqué (#,).

Dlans, cette méthode de mesure, la vitesse d’inversion du courant (di/d¢) est limitée par le pircuit. Ainsi, pour
les {riacs qui possédent une capacité de commutation trés rapide, le dispositif peut rester & I'dtat bloqué méme si
’'on supprime R, et C;. Dans ce cas, le dv/ds de la tension appliquée est déterminé par la capacité du triac et la
capacité répartie des autres composants du circuit, en particulier de la bobine.

Conditions spécifiées
Ces conditions s’appliquent & chaque demi-période de la tension et du courant d’essai.

1) Fréquence de I'alimentation alternative sinusoidale monophasée (50 Hz ou 60 Hz).

2) Courant de pointe & I’état passant (ITM ~ _ZE>
L

3) Durée du courant a I'état passant (90% de la demi-période recommandée).

4) Vitesse d’inversion du courant a I’état passant (di/dt) (pente de la droite passant par les points: 50% et 0% de
ITM; dl/dt ~ 2 Tl:fITM).
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